AF 200 U, AF 201 U

PNP-Mesatransistoren fiir Fernseh-ZF-Stufen

AF 200 U und AF 201 U sind PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transistoren in
Mesa-Technik im Gehause 18 A 4 DIN 41876 (TO-72). Die Anschlisse sind vom
Gehause elektrisch isoliert.
AF 200 U ist besonders geeignet zur Verwendung in regelbaren Fernseh-ZF-Stufen.
AF 201 U ist besonders geeignet zur Verwendung in Fernseh-ZF-Stufen.

B EC
45 NG
Typ | Bestelinummer q j: L e
. =
AF 200 U Q60106-X200-S8 i | t? - ‘f'
AF 201 U Q60106-X201-S22 L X * . Geniusﬂ w
13541 82 254203
Gewichtetwa 0,5 g MaRe in mm
Grenzdaten AF 200 U AF 201 U
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 25 25 \
Kollektor-Emitter-Spannung —Uces 25 25 \
Emitter-Basis-Spannung —Uggo 0.3 0,3 \
Kollektorstrom —Ic 10 10 mA
Sperrschichttemperatur T; 90 90 °C
Lagertemperatur Ts -30 bis +75 |-30 bis +75 |°C
Gesamtverlustleistung Piot 225 225 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Rinau < 450 £ 450 K/W
Kollektorsperrschicht —
Transistorgehduse Rihac < 200 < 200 K/W
Statische Kenndaten (7, = 25 °C)
Fur folgenden Arbeitspunkt gilt:
Typ ~Uce -Ic ~Iy B ~Usge
AF 200 U 10 3 35 (< 100) 85 (> 30) 340 (280bis400)
AF201 VU 10 3 35 (< 150) 85 (> 20) 340 (280bis400)
Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucgo = 12 V) ~I¢cgo 0,5(< 10) pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
(_ICBO = 100 [J.A) _U(BR)CBO > 25 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
(=Ices = 100 pA) —Ugnrces > 25 \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
(_IEBO =100 [.LA) "U(BR)EBO > 0,3 \)
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AF 200 U

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)

Arbeitspunkt: (-Ic =1 mA; -Uce = 12 V)

Riickwirkungs-Zeitkonstante (f = 2,6 MHz) o Coc | 6 ps
KurzschluR-Rickwirkungskapazitit (f= 450kHz) —Cy26 0,35bis0,5 | pF
Arbeitspunkt: (—-I¢ = 3 mA; ~Uce = 10 V)

Dynamische Stromverstirkung (f = 1 kHz) Bo 150 -
Arbeitspunkt: (Uge = 12 V; Ree = 1,2 kQ)

Maximale Leistungsverstirkung') (f = 356 MHz) Voe max 29 dB
Regelbarer Verstarkungsbereich') (f = 35 MHz) AVpe 60 dB

Vierpolparameter:

Arbeitspunkt: (—Ic = 3 mA; —Uce = 10 V)
f=450kHz g,,,=0.9mS Iy, 1=1,3uS 1y2161 =94 mS gz3.=0,4uS

b11e=01mS ¢, =-90° ®21e =0 byre =7 S
f=55MHz g:1,=1,1mS ly 5,1 = 15 uS 1y2161=93mS gy.=3uS
b11e=12mS ¢y, =-90° P21e =-7° by, =85uS
f=10,7 MHz g11,=1,3mS ly,,. | = 30 xS 1y¥21e 1 =92 mS g5, =6uS
b11e=22mS @5, =-90° @216 =-14° by =160uS
f=35MHz g,;,=4mS |ly,,.1=01mS 1y21e1=92mS g,,=0,04mS
b11,=65mS @, =-90° ®21e =-28° by, =0,56mS

ZF-Bandfilterschaltung
f= 35 MHz I3
Bandbreite B= 6 MHz : N

—
ATPF 22pF
80Q ZZPF B8pF  15pF Ik
' | e
1-35Mz | Ly "2| ==a9pf [ | e g s Loy 4|
| |
12kQ T3.3NF T
Ugs Ugg=12V
L, 10 Windungen 0,3 CulLS L4 10 Windungen 0,3 CuLS
L, 6 Windungen 0,3 CuLS Ly 4 Windungen 0,3 CuLS

L3 13 Windungen 0,3 CuLS

Spulenkérper D = 5 mm; Kern: Siferrit B63310-U17-A12,3
Die Filter sind transitional gekoppelt, der Abgleich erfolgt bei It 2 6,5 mA.

Cn = 5 pF; Neutralisation fir —C;,, = 0,5 pF

') in obiger Schaltung gemessen
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AF 201 U

Dynamische Kenndaten (T, = 25 °C) AF 201

Arbeitspunkt: (<Jc =1 mA; -Ucg =12V)

Rickwirkungszeitkonstante (f = 2,5 MHz) rop " Cprc | 6 ps
KurzschluB-Ruickwirkungskapazitat (f= 450kHz) -C, 2. < 0,7 pF
Arbeitspunkt: (-Ic = 3mA; -Uce =10 V)

Dynamische Stromverstarkung (f = 1 kHz) Bo I 150
Leistungsverstarkung') (f = 35 MHz) Voe 30(>28) |dB

Vierpolparameter:

Arbeitspunkt: (—Ic = 3 mA; ~Uce = 10 V)

f=450kHz g11,.=09mMS |ly5.1=155mS lyy,1=94mS gy, =04 uS
b11.=01mS @y, =-90° @21 =0 brze =7 uS

F=55MHz g11.=1.1mS [yi12.1=19uS lysl=930uS gre=3uS
bi1e=12mS @, =-90° @216 =—7° byze = 85 S

f=10,7 MHz @11 =1,3mS Ly, 1=37pS 1yzel=92mS gy, =6 puS
bi1e=22mS @2 -90° @21 =14° bjz. = 160 uS

f=35MHz g;;.=4mS 1¥12¢1=0,12mS lyz1.1=92mS g,5, = 0,04 mS
b11e=656mS @45, =-90° Pr1e =-28° by =05mS

MeRschaltung fir Leistungsverstirkung (f= 35 MHz)

1209 Cx
=W
3
' - )Y f_—
602 g W T 7 A=
|
| |
~ i I é 1 %1 609 []
@f.ssnnz L3é L"% i
: 1nf K2 nf
}’ ! 1
- - + Ugg + Ugg =18V

Ly 6 Windungen 0,4 CulLS

auf Spulenkorper D = 7,56 mm; Kern Siferrit B63310-K12-D13,3
Ly 9 Windungen 0,4 CuLS; D = 5 mm
L; 14 Windungen 0,4 CuLS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13,3
Ly 1 Windung 04 CulLS
Cn ~ b pF, Neutralisation fir —-C,,. = 0,5 pF
Lastwiderstand R_ = 500 Q

') in obiger Schaltung gemessen
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AF 200U, AF 201U

Temperaturabhingigkeit der Temperaturabhiéngigkeit des
2ulédssigen Gesamtverlustleistung Reststromes Icgo = £ (Ty)
Pior=1(T); Ren= Pargmeter ~Ucpo=12V
w AF 200 U, AF 201 U jJ.A AF 200 U, AF 201 U
0 10?
5 .
4
“Iego
~Uggo=1V f
" T o t8o ’ /
\ 5 /
N |
\Qﬁw g}
N //
01 \\ 100 >
N
AWAY 5 a
N ‘\ 7
0 0!
0 50 0% 0 50 100°C
—_—T
— Ty
Kollektorstrom I = f (Uge) Kollektorstrom I = f (I)
—Uce= 5V (Emitterschaltung) ' —Uce= 5V (Emitterschaltung)
m: AF 200 U, AF201 U ﬂ;: AF 200 U, AF 201 U
1
0 10
..Ic
8 t 8 '(/cg'svl
U =5V /
6 I 6
‘ // ‘ /
, y
2 2 //
//
0 A 0
0 02 03 04 05V 0 5 Em
._—..-”BE —"—“-[B
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AF 202, AF 202 S

PNP-Mesatransistoren fiir Fernseh-ZF-Endstufen

AF 202 und AF*202 S sind epitaktische PNP-Germanium-Hochfrequenz-Transi-
storen in Mesa-Technik im Gehéduse 18 B 4 DIN 41876 (dhnlich TO-72). Die An-
schliisse sind vom Gehéause elektrisch isoliert. Die Transistoren sind besonders ge-
eignet zur Verwendung in Fernseh-ZF-Endstufen.

B EC

Typ | Bestellnummer o Fté =)
AF 202 Q60106-X202 I =
AF 202 S Q60106-X202-S Behiuse| |

l—13,5¢ 88 J

e ey g

Gewicht etwa 0,5 mg MaBe in mm
Grenzdaten AF 202 AF 202 S
Kollektor-Basis-Spannung -Ucso 25 32 \Y
Koliektor-Emitter-Spannung —Uces 25 32 \
Emitter-Basis-Spannung —Uego 0,3 0.3 \Y
Kollektorstrom —Ic 30 30 mA
Sperrschichttemperatur T 90 90 °C
Lagertemperatur T -30 bis +75|-30 bis +75 | °C
Gesamtverlustleistung Prot 225 225 mwW
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Renau < 450 < 450 K/wW
Kollektorsperrschicht — Transistor-
gehause Rehic < 200 < 200 K/W
Statische Kenndaten (7, = 25 °C)
fir folgenden Arbeitspunkt gilt: AF 202, AF 202 S
_UCE —IC —‘IB B _UBE
\ mA A Ic[Ig mV
10 I | 35 (< 150) 85 (> 20) | 360 (280bis400)

AF 202 AF 202 S

Kollektor-Basis-Reststrom
(_UCBO =12 V) _ICBO 0,4 (< 10) 0,4 (< 10) ‘J,A
Kollektor-Basis-Durchbruch-
spannung (—I¢cgo = 100 pA) —U@rycso| > 25 > 32 \
Kollektor-Emitter-Durchbruch-
spannung (_ICES =100 E.LA) _U(BR) CES | > 25 > 32 \
Emitter-Basis-Durchbruch-
spannung (—Iggo = 100 pA) ~Ugryeso | > 0,3 > 0,3 \'
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AF 202, AF 202 S

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C) AF 202 AF 202 S

Arbeitspunkt: (-Ic <1 mA; —Uce = 12 V)
Ruckwirkungszeitkonstante

(f=2,5 MHz) rop " Coc| 6 6 ps
KurzschluB-Rickwirkungskapazitat —Ci20 1 06(<08) |06 (<0,8) | pF
Arbeitspunkt: (—Ic=3mA;-Uc=10V)
Dynamische Stromverstiarkung

(f=1 kHz) Bo 150 150 -
Leistungsverstarkung?)

(f= 35 MHz) Voo 31 (> 27) 31 (>27) [dB
Arbeitspunkt:

(-Ucs =15 V; ~Ic = 8 mA);
f = 35 MHz moduliert
mitfyr=1kHz; m = 90%
Ausgangsspannung an

R, = 2,7 kQ bei 15% Klirrfaktor

des demodulierten Signals Ua 6 (> 5) 75 (>7) Vs
Arbeitspunkt: (—Ic = 3 mA; = ~Uce = 10 V; f = 35 MHz)

g11e = 3.5 mS —by50 = 0,13 mS lyz1e1=95mS$S G22¢ = 0,04 mS
by1e =6,7mS —C120 = 0,6 pF @216 =—-25° by = 0,55mS
C11e = 30 pF Ca2¢ = 2,5 pF

MeRBschaltung fir Leistungsverstirkung (f= 35 MHz)
1202 Oy

——H
G
s0g L 1o i"‘ o e
o = S 1
@/-ssmz l;ig l“& l1§£ ;"c, sosz[]
| e | 108l g
L LTYT
- - Us Uge =1V -

L, 6 Windungen 0,4 CulLS; auf Spulenkérper D = 7,56 mm
Kern Siferrit B63310-K12-D13,3
L, 9 Windungen 0,4 CuLS; D =5 mm
L3 14 Windungen 0,4 CulS direkt auf Kern Siferrit B63310-K1-D13,3
Ly 1Windung 0,4 CulLS
Cn = 5 pF; Neutralisation fir —-C,,, = 0,5 pF
C, =~ 26 pF
Lastwiderstand: R, = 500 Q

194 ') in obiger Schaltung gemessen.
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AF 202, AF 202 S

Temperaturabhingigkeit der
zulassigen Gesamtverlustleistung
Pior=f(T); R.,= Pajameter

W AF 202, AF 202 §
03
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L1\
\\‘-{mu \"ms
N
01
N\
N
N\
N\
% 50 W
—_— T

Ausgangskennlinien Io=f (Ucg)
I, = Parameter (Emitterschaltung)

mA AF 202, AF 202 S
¥ 7]
/400w
/
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LT Lo
Pa PEg
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Kollektorstrom Ic = £ (Uge)
~Uce=5V (Emitterschaltung)

mA AF 202, AF 202 S
30 T
=1
N ~Ugg <5V
20
10
0
0 0,1 0,2 0,3 06 05V
—-Upe
Temperaturabhéngigkeit
des Reststromes Icgo = f(Ty)
—Ucso=12V
JA AF 202, AF 202 S
102
5
~Teso
101 //
5 7
l'
/
100
,I
5
1
v 0 50 100°C
ST
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AF 202, AF 202 S

Stromabhingigkeit des
Eingangsleitwertes
f= 35 MHz; U = Rarameter

pF
10% =y 7 0
T GE VL.

5 — —— J1te z%/ gv i
Ine | ===Ci 77 ov Ll e
T 0 y msT
5 i T 5
10° 10?
5 10V, 5

A) 5Y LTI
Uee=IVE YT
ao" CE \ v 101
5 : 5
1
10‘2 } 100
' 5 0w 5 0! 5 10%ma
—p
Stromabhéngigkeit der
Vorwirtssteilheit
f= 35 MHz; U = Parameter
mS
L= s e e
5 = Vag =
[Vetel  —=--F2re Ve 1OV
e N 5V i
T ” ] v
5 7 7V {111
/
1!
5
180°
100 100°
5 > 50°
~Pate
w0 allll 1°
0t 5 10 5 10! 5 102mA
—
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Stromabhéngigkeit
der Riickwartssteilheit
msf= 35 MHz; Uce = Parameter
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Stromabhéangigkeit des
Ausgangsleitwertes
f= 35 MHz; U= Parameter
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